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In-situ millisecond ThermoDesorption-SIMS 

Сверхвысоковакуумный Вторично-Ионный Масс-

Спектрометр Оксидных Кластеров



Температурные зависимости выхода 

отрицательных атомарных и кластерных 

ионов кремния
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Температурные зависимости поверхностного 

оксидного и объемного субоксидного

кластеров кремния и кислородных и 

углеродных примесей 



Температурные зависимости углерода , водорода, 

гидридов кремния и гидроксильного радикала



Важнейшие результаты

 Методом in-situ ВИМС экспериментально

показано, что с повышением температуры

атмосферные оксидные кластеры на

поверхности монокристалла кремния

уменьшаются и отсутствуют при 870 К.

 Методом десорбции оксидных кластеров

кремния разработана технология низко-

температурной 870 К вакуумной очистки

поверхности монокристалла кремния.


